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 500kV電圧印加試験

 10mAビーム生成試験
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電子銃全体図
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GaAs光陰極準備容器

GaAs光陰極導入容器

1.5m トランスファーロッド

電子銃真空容器

電子ビーム

1m トランスファーロッド
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ビーム運転条件での高電圧印加試験
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 ５２６kV印加に成功（世界初）
• 真空容器内の粉塵による電界放出暗電流の解決が新たな課題

 希ガスコンディショニング（改善見られず）
 電極形状を変更し、カソード電極の低電界化（改善見られず）
• 電極形状を変更し、電子銃容器の低電界化（’１２年９月実施予定）
• よりクリーンな環境下での作業
• …
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ビーム運転条件での４４０ｋV‐８時間連続運転
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ソレノイド、ステアリング電磁石

500kV 電子銃

レーザー導入容器

ビームダンプ、
放射線遮蔽

偏向電磁石

差動排気真空容器

ビームプロファイルモニタ

デフレクター電磁石

電子銃ビームライン

5.7μA@300kVビーム生成 (2010年) 以降に追加した装置
• ビームダンプ放射線遮蔽：実験室の放射線レベルを下げるため
• 差動排気真空容器：ビームダンプでのアウトガスが電子銃へ逆流するのを防ぐため
• レーザー導入容器：cERL等の実機に合わせるため
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大電流ビーム生成試験準備

ビームダンプに1kΩの抵抗を繋いで電流測定

ICF305差動排気真空容器

Light boxからのレーザー導入

オリフィス（直径３ｃｍ、長さ３ｃｍ）で、コンダクタンスを制限

 駆動レーザー(Millenia Pro) 532nmCW、最大出力5W
 水晶波長板で出力コントロール
 戻りレーザーパワー（窓直後）は往き（窓直前）の20%程度
 GaAs面でのレーザースポットサイズはσx=0.1mm

NEGポンプ（WP38/950） 8本

WP38/950 １本当たりの排気量
St707  H2:430 l/s CO:170 l/s

ビームダンプ1×10-5Paの時、電子銃への流量1.9×10-10Pam3/s
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大電流ビーム試験まとめ

 10mAビーム生成に成功
• コーネル大（52mA）、JLab（10mA）等の世界最高の水準に到達

• 高電圧電源の不具合が判明したので改良予定

• 2年前の5.7μAの約2000倍

 1/e電荷寿命 30C を達成
• Jlabではオンセンター運転で100C程度、5mmオフセンターで600C

• オフセンター運転、ビームダンプ真空度の改善などで長寿命化を試みる

• GaAs電荷寿命の研究は広島大でも実施中

 電圧は180kV
• 今回のビーム試験は、高電圧印加試験後に実施

• 200kV以上では、暗電流が発生してしまうため180kVで試験

• 電極の拭き取りを行い、より高電圧でのビーム試験を予定
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電子銃パラメーター 目標値 達成値

DC電圧（サポートロッド有） 500kV 500kV（８時間）

DC電圧（電極有） 500kV 430kV（８時間）

電流 10ｍA 10mA@180keV

真空度 <1x10-9Pa 8x10-10Pa

✓

✓

✓

✓
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 今後の予定

 ＞３５０ｋeVビーム生成、５５０ｋVまでの高電圧印加試験 [９、１０月]

 cERLへの移設作業 [１０月]

 cERLで電子ビーム生成 [’１３年３月]


